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(54) Bezeichnung: Halbleitervorrichtung

(57) Zusammenfassung: Eine Aufgabe ist es, eine Methode
bereitzustellen, die in der Lage ist, die elektrischen Eigen-
schaften und die Zuverlassigkeit einer Halbleitervorrichtung
zu verbessern. Die Halbleitervorrichtung umfasst eine Mehr-
zahl von Halbleiter-Chips 2, eine Mehrzahl von Elektroden
3, wobei jede elektrisch mit jedem der Mehrzahl von Halblei-
ter-Chips 2 verbunden ist, ein Versiegelungselement 5, und
ein Verbindungsteil 6. Das Versiegelungselement 5 bedeckt
die Mehrzahl von Halbleiter-Chips 2, und Teile der Mehrzahl
von Elektroden 3, die mit der Mehrzahl von Halbleiter-Chips
2 verbunden sind. Das Verbindungsteil 6 ist auRerhalb des
Versiegelungselements 5 angeordnet, um Teile der Mehr-
zahl von Elektroden 3, die nicht durch das Versiegelungsele-
ment 5 bedeckt sind, elektrisch zu verbinden.
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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Halbleitervorrichtung in welcher Halbleiter-Chips
durch ein Versiegelungselement bedeckt sind.

Stand der Technik

[0002] Es wird eine Halbleitervorrichtung vorge-
schlagen, in der einer Mehrzahl von Halbleiter-Chips
durch eine Verpackung (ein Versiegelungselement)
bedeckt sind (zum Beispiel Patentdokument 1).

Stand der Technik Dokumente
Patentdokumente

[0003] Patent Dokument 1: Japanische Patentan-
meldungs-Offenlegungsnr. 2005-12053

Durch die Erfindung zu lI6sendes Problem

[0004] Da die Leistung (Strom) in einer solchen
Halbleitervorrichtung zunimmt, ist es erforderlich, ei-
ne grol3e Anzahl von Halbleiter-Chips in der Verpa-
ckung gleichmafig und parallel zu betreiben. Daher
ist es winschenswert, einen Strom gleichmaRig in
jeden Halbleiter-Chip flieRen zu lassen und folglich
die Potentiale der isolierenden Substrate anzupas-
sen, welche die Halbleiter-Chips befestigen. Es ist
dariber hinaus wiinschenswert, eine elektrische Os-
zillation (eine Oszillation) aufgrund einer Unausgegli-
chenheit der Potentiale zu reduzieren.

[0005] Dartiber hinaus besitzt ein Aufbau, welcher
ein Harz, wie ein Silikongel zur Verpackung einsetzt
ein Problem, dass die Ausdehnungskraft des Harzes
bei hohen Temperaturen einen negativen Einfluss auf
eine elektrische Verbindung zwischen dem Halblei-
ter-Chip und einer Elektrode ausiibt, wodurch eine
Lebensdauer der Vorrichtung reduziert wird.

[0006] Die vorliegende Erfindung wurde deshalb
umgesetzt, um die oben genannten Probleme zu 16-
sen und eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, eine Methode bereitzustellen, die in der Lage ist,
die elektrischen Eigenschaften und die Zuverlassig-
keit einer Halbleitervorrichtung zu verbessern.

Mittel zur L6sung des Problems

[0007] Eine Halbleitervorrichtung gemaf} der vorlie-
genden Erfindung umfasst eine Mehrzahl von Halb-
leiter-Chips, eine Mehrzahl von Elektroden, die je-
weils mit jedem der Mehrzahl von Halbleiter-Chips
elektrisch verbunden ist, ein Versiegelungselement,
das die Mehrzahl von Halbleiter-Chips und Teile der
Mehrzahl von Elektroden, die mit der Mehrzahl von

Halbleiter-Chips verbunden sind, bedeckt und ein
Verbindungsteil, das aulRerhalb des Versiegelungs-
elements angeordnet ist, um Teile der Mehrzahl von
Elektroden, die nicht durch das Versiegelungsele-
ment bedeckt sind, elektrisch zu verbinden.

Auswirkungen der Erfindung

[0008] Gemal der vorliegenden Erfindung wird das
Verbindungsteil auerhalb des Versiegelungsele-
ments bereitgestellt, um die Teile der Mehrzahl
von Elektroden zu verbinden, die nicht durch das
Versiegelungselement bedeckt sind. Dementspre-
chend kénnen die elektrischen Eigenschaften und die
Zuverlassigkeit der Halbleitervorrichtung verbessert
werden.

[0009] Diese und weitere Aufgaben, Merkmale, As-
pekte und Vorteile der vorliegenden Erfindung wer-
den aus der vorliegenden detaillierten Beschreibung
der vorliegenden Erfindung in Verbindung mit den
beigefligten Zeichnungen deutlicher werden.

Figurenliste

[Fig. 1] Eine Draufsicht, die einen Aufbau ei-
nes Teils einer verwandten Halbleitervorrichtung
schematisch veranschaulicht.

[Fig. 2] Eine perspektivische Ansicht, die einen
Aufbau eines Teils der verwandten Halbleiter-
vorrichtung veranschaulicht.

[Fig. 3] Ein Diagramm des Aufbaus des Teils
der verwandten Halbleitervorrichtung von einem
seitlichen Teil einer Elektrode gesehen.

[Fig. 4] Eine perspektivische Ansicht, die einen
Aufbau eines Teils einer Halbleitervorrichtung
gemal einer Ausflihrungsform 1 veranschau-
licht.

[Fig. 5] Ein Diagramm des Aufbaus des Teils der
Halbleitervorrichtung gemaf der ersten Ausfih-
rungsform 1 von einem seitlichen Teil einer Elek-
trode gesehen.

[Fig. 6] Eine perspektivische Ansicht, die ei-
nen Aufbau eines Teils einer Halbleitervorrich-
tung geman einem modifizierten Beispiel veran-
schaulicht.

[Fig. 7] Ein Diagramm des Aufbaus des Teils der
Halbleitervorrichtung gemal dem modifizierten
Beispiel von einem seitlichen Teil einer Elektro-
de gesehen.

[Fig. 8] Eine perspektivische Ansicht, die ei-
nen Aufbau eines Teils einer Halbleitervorrich-
tung geman einem modifizierten Beispiel veran-
schaulicht.

[Fig. 9] Ein Diagramm des Aufbaus des Teils der
Halbleitervorrichtung gemal dem modifizierten
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Beispiel von einem seitlichen Teil einer Elektro-
de gesehen.

[Fig. 10] Eine perspektivische Ansicht, die ei-
nen Aufbau eines Teils einer Halbleitervorrich-
tung gemaf einem modifizierten Beispiel veran-
schaulicht.

[Fig. 11] Ein Diagramm des Aufbaus des Teils
der Halbleitervorrichtung gemaf dem modifizier-
ten Beispiel von einem seitlichen Teil einer Elek-
trode gesehen.

[Fig. 12] Eine perspektivische Ansicht, die ei-
nen Aufbau eines Teils einer Halbleitervorrich-
tung gemaf einem modifizierten Beispiel veran-
schaulicht.

[Fig. 13] Ein Diagramm des Aufbaus des Teils
der Halbleitervorrichtung gemaf dem modifizier-
ten Beispiel von einem seitlichen Teil einer Elek-
trode gesehen.

Beschreibung der Ausflihrungsform(en)
<Ausflhrungsform 1>

[0010] Zunéachst wird eine Halbleitervorrichtung be-
schrieben, die verwandt ist mit einer Halbleitervor-
richtung gemaly der Ausflihrungsform 1 der vor-
liegenden Erfindung (im Folgenden als ,verwand-
te Halbleitervorrichtung® bezeichnet) bevor die Halb-
leitervorrichtung geman der Ausfiihrungsform 1 be-
schrieben wird.

[0011] Fig. 1 ist eine Draufsicht, die einen Aufbau
eines Teils einer verwandten Halbleitervorrichtung
schematisch veranschaulicht. Die verwandte Halblei-
tervorrichtung in Fig. 1 umfasst ein isolierendes Sub-
strat 1, eine Mehrzahl von Halbleiter-Chips 2, und ei-
ne Mehrzahl von Elektroden 3.

[0012] Die Mehrzahl von Halbleiter-Chips 2 ist auf
dem isolierenden Substrat 1 angebracht. In der nach-
folgenden Beschreibung ist die Anzahl der Mehrzahl
von Halbleiter-Chips 2 Zwei, dies ist jedoch selbst-
verstandlich auch fur drei oder mehr anwendbar. Die
Halbleiter-Chips 2 kénnen einen aus Silicium her-
gestellten Halbleiter umfassen, oder kénnen einen
Halbleiter mit einer breiten Bandliicke umfassen, der
zum Beispiel aus Siliciumcarbid, Galliumnitrid oder
Diamant hergestellt ist.

[0013] Jede der Mehrzahl von Elektroden 3 ist mit
jedem der Mehrzahl von Halbleiter-Chips 2 elektrisch
verbunden. Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht,
die einen Aufbau eines Teils der verwandten Halblei-
tervorrichtung (ein peripherer Teil der Elektroden 3)
veranschaulicht. In der nachfolgenden Beschreibung
ist die Elektrode 3 mit dem Halbleiter-Chip 2 (in Fig. 2
nicht gezeigt) Uber ein Metallelement wie einem An-
schlussteil 4 elektrisch verbunden, welcher zum Bei-

spiel auf dem isolierenden Substrat 1 angeordnet ist.
Der Aufbau ist jedoch nicht darauf beschrankt, die
Elektrode 3 kann stattdessen zum Beispiel direkt mit
dem Halbleiter-Chip 2 verbunden werden.

[0014] Die Elektrode 3 besitzt im Wesentlichen die
Form eines langlichen Plattchens. Ein Endbereich 3a
der Elektrode 3 besitzt in Langsrichtung eine verjling-
te Form, und ist mit dem Anschlussteil 4 verbunden.
Der andere Endbereich 3b der Elektrode 3 besitzt in
Langsrichtung eine Durchgangsbohrung und ist mit
einer elektrischen Komponente wie einer Sammel-
schiene oder einem Kondensator (nicht gezeigt) ver-
bunden.

[0015] Fig. 3 istein Diagramm des Aufbaus des Teils
der verwandten Halbleitervorrichtung (der periphere
Teil der Elektroden 3) von einem seitlichen Teil der
Elektrode 3 gesehen, die im Wesentlichen die Form
eines langlichen Plattchens besitzt. Die verwandte
Halbleitervorrichtung umfasst ein Versiegelungsele-
ment 5, welches aus einem Harz wie zum Beispiel
einem Silikongel besteht. Das Versiegelungselement
5 verflgt Uber einen Aufbau, der die Mehrzahl von
Halbleiter-Chips 2 (in Fig. 3 nicht gezeigt) und die Tei-
le der Mehrzahl von Elektroden 3, die mit der Mehr-
zahl von Halbleiter-Chips 2 (einer der Endbereiche
3a) verbunden sind, bedeckt.

[0016] Da die Mehrzahl von Elektroden 3 in der ver-
wandten Halbleitervorrichtung, die den obigen Auf-
bau besitzt, voneinander isoliert sind, besteht ein Pro-
blem, dass ein Strom nicht gleichmaRig und parallel
in die Mehrzahl von Halbleiter-Chips 2 flie’en kann.
AuBerdem ist eine Unausgeglichenheit von Potentia-
len in der Mehrzahl von Elektroden 3 relativ gro3, so
dass ein Problem besteht, dass aufgrund der Unaus-
geglichenheit eine elektrische Oszillation relativ gro®
ist.

[0017] Wahrenddessen ist die Halbleitervorrichtung
gemal der vorliegenden Ausfihrungsform 1, die im
Nachfolgenden beschrieben wird, in der Lage, sol-
che Probleme zu l6sen. Dieselben Bezugszeichen
wie jene, die in Ausfiihrungsform 1 beschrieben sind,
werden in der nachfolgenden Beschreibung densel-
ben oder dhnlichen Bestandteilen zugewiesen, und
es werden hauptsachlich die unterschiedlichen Be-
standteile beschrieben.

[0018] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht, die
einen Aufbau eines Teils der Halbleitervorrichtung
gemal der vorliegenden Ausflhrungsform 1 veran-
schaulicht, und Fig. 5 ist eine Zeichnung des Aufbaus
des Teils der Halbleitervorrichtung von einem seitli-
chen Teil der Elektrode 3 gesehen. Fig. 4 und Fig. 5
korrespondieren jeweils mit Fig. 2 und Fig. 3. Die
Halbleitervorrichtung gemafR der vorliegenden Aus-
fuhrungsform 1 umfasst ein Verbindungsteil 6. Das
Verbindungsteil 6 kann vom seitlichen Teil der Elek-
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trode 3 eigentlich nicht gesehen werden, das Verbin-
dungsteil 6 ist zur Vereinfachung jedoch in Fig. 5 und
in den nachfolgenden Zeichnungen, die ahnlich zu
Fig. 5 sind, durch einen mit schwarzer Farbe gefiill-
ten Bereich gekennzeichnet.

[0019] Das Verbindungsteil 6 verbindet die Teile
der Mehrzahl von Elektroden 3, die nicht durch das
Versiegelungselement 5 bedeckt sind, elektrisch. In
der vorliegenden Ausfiihrungsform 1 ist das Verbin-
dungsteil 6 zwischen zwei benachbarten Elektroden
3 angeordnet, um die beiden benachbarten Elektro-
den 3 zu verbinden. Das Verbindungsteil 6 besitzt
die Form eines langlichen Plattchens (Form eines fla-
chen Plattchens), und eine Oberflache des Verbin-
dungsteils 6 und eine Oberflache der Elektrode 3 bil-
den eine flache Oberflache aus, wie in Fig. 5 veran-
schaulicht. Die Elektrode 3 und das Verbindungsteil 6
mit einem solchen Aufbau kénnen zum Beispiel mit-
tels einer Presse ausgebildet werden.

[0020] Das Verbindungsteil 6 ist oberhalb des Ver-
siegelungselements 5 angeordnet. Der Aufbau des
Verbindungsteils 6 ist jedoch nicht darauf beschrankt,
stattdessen ist jeder Aufbau anwendbar, solange das
Verbindungsteil 6 auBerhalb des Versiegelungsele-
ments 5 angeordnet ist.

[0021] In der Halbleitervorrichtung geman der vorlie-
genden Ausfiihrungsform 1, die einen solchen Auf-
bau besitzt, verbindet das Verbindungsteil 6 die Elek-
troden 3 elektrisch. Entsprechend einem solchen Auf-
bau werden die Potentiale der Mehrzahl von Elektro-
den 3 ausgeglichen, und somit kann eine Strommen-
ge, die in das Metallelement wie den Anschlussteil
4 flieRt, der auf dem isolierenden Substrat 1 ange-
ordnet ist, und in die Mehrzahl von Halbleiter-Chips
2 flieRRt, ausgeglichen werden. Das heil}t, ein Zweig-
strom kann verbessert werden. Die Unausgeglichen-
heit der Potentiale in der Mehrzahl von Elektroden
3 kann unterbunden werden, wodurch die Auswir-
kung einer Unterdriickung der elektrischen Oszilla-
tion ebenfalls erwartet werden kann. Entsprechend
kénnen die elektrischen Eigenschaften der Halblei-
tervorrichtung verbessert werden.

[0022] Als ein von der Ausfluhrungsform 1 abwei-
chender Aufbau wird hier ein Aufbau angenommen,
bei dem das Verbindungsteil 6 im Versiegelungsele-
ment 5 angeordnet ist. Wenn sich bei einem solchen
Aufbau das Versiegelungselement 5 ausdehnt, wirkt
die Ausdehnungskraft in eine Richtung zur Distanzie-
rung des Verbindungsteils 6 vom isolierenden Sub-
strat 1. Das heif3t, dass durch die Ausdehnungskraft
ein Ablésen der Elektrode 3 vom Anschlussteil 4 auf-
tritt. Wahrenddessen ist in der vorliegenden Ausfih-
rungsform 1 das Verbindungsteil 6 auRerhalb des
Versiegelungselements 5 angeordnet. Der Einfluss
der Ausdehnungskraft kann somit unterbunden wer-
den, wodurch die Zuverlassigkeit der Halbleitervor-

richtung zum Zeitpunkt einer Temperaturerhdhung
verbessert werden kann, und dadurch kann die Le-
bensdauer der Halbleitervorrichtung erhéht werden.

<Modifikationsbeispiel>

[0023] Die Form des Verbindungsteils 6 ist nicht be-
schrankt auf die musterlose Form eines langlichen
Plattchens, wie in Fig. 4 und Fig. 5 beschrieben. Zum
Beispiel kdnnen, wie in Fig. 6 und Fig. 7 veranschau-
licht, Schlitze in der flachen Oberflache des Verbin-
dungsteils 6 ausgebildet werden. Gemaf einem sol-
chen Aufbau kann die Mdoglichkeit zum gleichma-
Rigen und parallelen Betreiben der Halbleiter-Chips
verbessert werden. Wenn die Anzahl der Schlitze an-
gepasst wird, kann die Auswirkung zum Erhalt von
besser angepassten elektrischen Eigenschaften er-
wartet werden.

[0024] Wie in Fig. 8 und Fig. 9 veranschaulicht, kann
das Verbindungsteil 6 in einer Draufsicht eine wel-
lenartige Form mit einer konstanten Breite aufwei-
sen. Die Draufsicht |asst erkennen, dass das Verbin-
dungsteil 6 aus einer Richtung aufRerhalb der Ebe-
ne des Verbindungsteils 6 betrachtet wird. Entspre-
chend einem solchen Aufbau kann eine Bewegung
(ein Unterschied in der Bewegung) der beiden Elek-
troden 3, die durch das Verbindungsteil 6 verbunden
sind, zum Zeitpunkt einer thermischen Ausdehnung
reduziert werden. Demzufolge kann eine Spannung,
die auf den Anschlussteil 4 wirkt, reduziert werden.

[0025] Wie in Fig. 10 und Fig. 11 veranschaulicht,
kann das Verbindungsteil 6 in einer Draufsicht ei-
ne Strebenform besitzen. Einem solchen Aufbau ent-
sprechend kann eine mechanische Festigkeit und
Flexibilitat des Verbindungsteils 6 verbessert werden.
Dadurch kann eine Entfernung D zwischen den bei-
den Elektroden 3, die durch das Verbindungsteil 6
verbunden sind, erhéht werden.

[0026] Wie zum Beispiel in Fig. 12 und Fig. 13 ver-
anschaulicht, kann ein Umriss eines Endbereichs 6a
auf der Seite des Versiegelungselements 5 (auf der
Seite des Anschlussteils 4) in beiden Endbereichen,
die nicht mit den Elektroden 3 verbunden sind, im
Verbindungsteil 6 eine gekrimmte Form aufweisen,
die in Richtung einer inneren Seite des Verbindungs-
teils 6 hervorragt. Das heif’t, das Verbindungsteil 6
kann in einer Draufsicht eine Bogenform annehmen.
Einem solchen Aufbau entsprechend, wie zum Bei-
spiel in Fig. 13 veranschaulicht, kann die Elektrode
3 eine Belastung F, die durch die elektrische Kom-
ponente wie der Sammelschiene oder dem Konden-
sator verursacht wird, gleichmafig aufnehmen. Da-
durch kann eine Verteilung der auf den Anschlussteil
4 ausgelbten Spannung kontrolliert werden.

[0027] Gemal der vorliegenden Erfindung kénnen
die obigen Ausfihrungsformen im Geltungsbereich
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der Erfindung geeignet variiert oder ausgelassen
werden.

[0028] Die vorliegende Erfindung wurde im Detail
gezeigt und beschrieben, und die vorangegange-
ne Beschreibung ist in allen Aspekten veranschauli-
chend und nicht einschrankend. Es versteht sich da-
her, dass zahlreiche Modifikationen und Variationen
erdacht werden kdnnen, ohne den Geltungsbereich
der Erfindung zu verlassen.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgefiihrten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschliel3lich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA lbernimmt keinerlei Haftung fiir etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- JP 200512053 [0003]
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Patentanspriiche

1. Halbleitervorrichtung umfassend:
* eine Mehrzahl von Halbleiter-Chips;
« eine Mehrzahl von Elektroden, die jeweils mit jedem
der Mehrzahl von Halbleiter-Chips elektrisch verbun-
den ist;
« ein Versiegelungselement, welches die Mehrzahl
von Halbleiter-Chips und Teile der Mehrzahl von
Elektroden, die mit der Mehrzahl von Halbleiter-Chips
verbunden sind, bedeckt; und
« ein Verbindungsteil, das aulRerhalb des Versiege-
lungselements angeordnet ist, um Teile der Mehrzahl
von Elektroden, die nicht durch das Versiegelungs-
element bedeckt sind, elektrisch zu verbinden.

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, wobei
» das Verbindungsteil die Form eines flachen Platt-
chens besitzt, und
» das Verbindungsteil zwischen zwei der Mehrzahl
von Elektroden angeordnet ist, die einander benach-
bart sind, um die zwei der Mehrzahl der Elektroden
zu verbinden.

3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 2, wobei
ein Schlitz in einer flachen Oberflache des Verbin-
dungsteils ausgebildet ist.

4. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 2, wobei
das Verbindungsteil in einer Draufsicht eine wellen-
férmige Form aufweist.

5. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 2, wobei
das Verbindungsteil in einer Draufsicht eine Streben-
form aufweist.

6. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 2, wobei
ein Umriss eines Endbereichs auf der Seite des
Versiegelungselements in beiden Endbereichen, die
nicht mit der Mehrzahl von Elektroden verbunden
sind, im Verbindungsteil eine gekrimmte Form auf-
weist, die in Richtung einer inneren Seite des Verbin-
dungsteils hervorragt.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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